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FORMULARIO UNICO DE SOLICIHUD UE rAareiss - -

PCT
ENTRADA EN FASE NACIONAL

SOLICITUD DE:

1
E ~ Patente de Invencién . . . D Patente de Modelo de Utilidad
x] Capitulo . 0 Capitulo Il
2 :‘Nombre NATIONZ TECHNOLOGIES INC. IDENTIFICACION
- _Dlrecclon Room 301 & 302, Building No. 3, f C.C. D NIT I:'
SOLICITANTE - | Shenzhen Software Park in Hi-tech Industry Zone,
-+ | Nanshan Dlstrlct Shenzhen Guangdong 518057 .
(71) | S - |cE ] otro [ ]
~| Nacionalidad odomlcmo Shenzhen, .
: Guangdong, China. Nimero
Lugar de Constitucion: China
-Telefono | .. Fax:
E-mail . ‘
3 Nombre: DILIA MARIA RODRIGUEZ IDENTIFICACION
D’ALEMAN o D
REPRESENTANTE | Direccion: Carrera 11 No. 86-53, piso 6 C.C. NIT
O APODERADO
(74) Teléfono: 6181088  Fax: 6350824 | CF E Otro [
E-mail: clarkemodet@clarkemodet.com.co Numc_arrlg %
4 | Nombre: VER HOJA ANEXA
INVENTOR (ES)- | Direccion: -
(72) S -
- | Nacionalidad o domicilio:
5 PCT (86) o

Solicitud Internacional No. PCT/CN2009/074556  Fecha _22 de octubre de 2009

Publicacién Internacional NoL WO 2010/060326. A1 Fecha __03 de junio de 2010

6 TITULO (54) TARJETA SIM RF LECTOR DE TARJETA RF, Y METODO DE CONTROL

DE INDUCCION MAGNETICA EN COMUNICACIéN RF.

7 Clasificacion Internacional (51) GO6K 7/00

8 Prioridad (33) Pais de Origen (32) Fecha (31) Numero de Solicitud
CHINA 26 de noviembre de 2008 200810217967 .X

sl |x NOD

9 Comprobante de pago No. 11'-48‘;193 o --ngﬁh_a 19 de mayo de 2011
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ANEXOS

Comprobante de pago de la tasa de presentacion de la solicitud

Documento que acredita la existencia y representacién legal cuando el solicitante sea persona juridica

Poderes si fuere el caso

Documento de cesién del inventor al solicitante o a su causante

Declaraciones

Copia de la solicitud internacional. (Resumen, descripcién, reivindicaciones, dibujos)

Traduccién de la solicitud internacional al castellano. (Resumen, descripcion, reivindicaciones, dibujos)

Copia del examen preliminar internacional efectuado por la Autoridad Internacional de Examen
Preliminar (IPEA).
Traduccion del examen preliminar internacional efectuado por la IPEA

De ser el caso copia de contrato de acceso.

De ser el caso, documento que acredite la licencia o autorizacion de uso de conocimientos trad1cnona|es
de las comunidades indigenas
De ser el caso, certificado de deposito del material bioldgico

Arte final 12 X 12 .

De ser el caso, informacién sobre otras solicitudes de patente o titulos obtenidos en el extranjero por'el
mismo titular o su causante, relacionadas parcial o totalmente con la invencion de esta solicitud.

De ser el caso, modificaciones efectuadas a la solicitud internacional

Otros

-—h
-—

FIGURA CARACTERISTICA

12

Solicito la concesioén de la patente

NOMBRE . DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN

e L sz/g/o

C.C. 41.654. 8 / T,P. 20824




ANEXO

INVENTORES

1.) SUN, Yingtong

(Room 301 & 302, Building No. 3, Shenzhen Software Park in Hi-tech Industry Zone,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong 518057, China);

2.) ZHU, Shan

(Room 301 & 302, Building No. 3, Shenzhen Software Park in Hi-tech Industry Zone,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong 518057, China),

3) LI, Meixiang

(Room 301 & 302, Building No. 3, Shenzhen Software Park in Hi-tech Industry Zone,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong 518057, China);
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1 50005-01-01 SOLICITUDES 1 TRAMITES DE SOL. DE PATENTE DE 571.000.00 571.000.00
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Embajada de la
Republica de Colombia
en la Republica Popular China

'l'jhertudy Orden

SEC (‘IO\' CONSULAK

. J\U \‘,;6

el suseriio Ministro Cousejero de la Embajada Encargado de fas Funciones Consulares,
manifiesta gae en su despacho se presentaron documentos e\pc:hdoc por la MOTARIA
HAICAENG DEL MUNICIPIO DE BEUING DE REPUBLICA POPULAR CHINA v la
NOTARIA PUBLICA DE LA CTUDAD DE SHENZHEN DE LA PROVINCIA DE
LU\"JGDONG DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA, autenticados znte lu sefira
ZHIPING, primer secretario dei departamento consular dei Ministerio de Relaciones

r,x.le-m.m.\ de R.P.China. cuya ilrma es similac a la regisirada en el consulado que
cetiflenn:

o Que fa fiema NATIONZ TECHNOLOGIES INC, exists con la Licencia de Negacin
dara Brapresa como Pu*sona Lega! rcgis{.ro N® 440301 162991505 expedida por el

Burd de .«Mnmtue inde Industria y Comercio de Shenzhen, a travis de fotocopin v

~iv |y 'V‘L‘(.

‘n a4l expalol, gue mdica que su represenianre legal es 1L JINFING,

e tirraa de LIU JINPING, wooresentanic legal de NATIONZ
(MO aparecida en el peder con Certiticade Nofurial (201

: . 1y
ALC ) Z 2 Mo, 90504,

La presente se emite a peticion iz los interesados e la ciudad de Beiiing, WP Chine e

la 22 del mes de junto dei afio dos mil diez {1010)

/S P Sy
TEA MUZHER
Ministro ComsejeroNeng

de ¢ ‘urictones Consulares

asular de ja Dt Mmd.l r!x- ( momh

|
: bmpussto do Timbra {nucved: US% 09, uf‘ . {
! Fondo Rotaiorio .. L. {cieny 1ISH 100,00 ',‘.;r x,! i \)\
Totw oo L {viento nusve) ['Q~ i 10 oo {dvut. cs). |
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TRADUCCION OFICIAL NO. 2010-0824-01 BE UN DOCUMENTO ESCRITO EN CHINO CON 3 PAGINAS RESULTANTES EN ESPAROL, LAS
CUALES PARA SU IDENTIFICACION LLEVAN EL SELLO DEL TRADUCTOR. ESTA TRADUCCION HA SIDO PREPARADA POR EL TRADUCTOR

OFICLAL DEBIDAMENTE RECONOCIDO POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE
JUSTICLA Y DERECHO A TRAVES DE LA RESOLUCION NO. 465.

ACTANOTARIAL

DOCUMENTO ORIGINAL LEGALIZADO EN L& CANCILLERIA NO. 025312
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TRADUCCION OFICIAL NO. 2010-0824-01 DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN CHINO CON 3 PAGINAS RESULTANTES EN ESPANOL, LAS
CUALES PARA SU IDENTIFICACION LLEVAN EL SELLO DEL TRADUCTOR. ESTA TRADUCCION HA SIDO PREPARADA POR EL TRADUGT OR

OFICIAL DEBIDAMENTE RECONOCIDO POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHO A TRAVES DE LA RESOLUCION NO. 465.

ACTANOTARIA

(2010)JHCWIJZZ No.00504

Por medio de la presente, se certifica que es autentica la firma de LIU JINPING, que lleva el
documento anterior en idioma extranjero.

Notario: Zang Wenjin

Notaria Haicheng

Beijing, Republica Popular China

[sello rojo]: NOTARIA HAICHENG BEUING

Junio 4, 2010

DOCUMENTO ORIGINAL LEGALIZADO EN LA CANCILLERIA NO. 025312



TRADUCCION OFICIAL NO. 2010-0824-01 DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN CHINO CON 3 PAGINAS RESULTANTES EN ESPAROL, LAS
CUALES PARA SU IDENTIFICACION LLEVAN EL SELLO DEL TRADUCTOR. ESTA TRADUCCION HA SIDO PREPARADA POR EL TRADUCTOR
OFICIAL DEBIDAMENTE RECONOCIDO POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE
JUSTICLA Y DERECHO A TRAVES DE LA RESOLUCION NO. 465.

RZ No. 10132164-003

Se hace constar que son auténticos el sello de la Notaria y la firma
(sello) del Notario ZANG WENIJIN, que lleva el documento anterior.

(firma)
Primer secretario
Departamento de Asuntos Consulares

Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica Popular China
Junio 11, 2010

4542709

DOCUMENTO ORIGINAL LEGALIZADO EN LA CANCILLERIA NO. 025312



Colombia 096193-0138

(s 2

Clarke, Modet & C°

COLOMBA

it COLOMBIA

Carrera 11 N° 86-53 Piso 6 Bogot4 Colombia Tel: (57 1) 6181088 -Fax: (57 1) 6350824-Email: info@clarkemodet.com.co

I " PODER

;Yo (nosotros), abajo firmante(s)

:en mi (nuestro) cardcter de representante(s) legales de NATIONZ
,TECHNOLOGIES INC.

i
” una sociedad organizada y existente de acuerdo con las leyes de

y e actual cumplimiento de su objeto social, con domicilio en Room
i1 301 & 302, Building No. 3, Shenzhen Software Park in Hi-tech
Y Industry Zone, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong 518057,
| China,

<}-por ¢l presente instrumento confiero (conferimos) poder especial a favor
| de DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, con Cédula de Ciudadan-
iV'fa No. 41.654.882 de Bogoté, y tp. 20824 y CLAUDIA LUCIA CARO
I RAMIREZ, con Cédula de Ciudadanfa No. 40.017.374 de Tunja, y tp.
‘| 36448, con domicilio en Bogots, Colombia, para que actuando en su
orden en nombre det (de la) otorgante le (la) representen ante cualquier
entidad, autoridad y/o persona, especialmente ante las del orden Admi-
| nistrativo, Contencioso Administrativo, Judicial, Tribunales de Arbitra-
- | mento y/o cualquier otro en lo referente a los siguientes asuntos:

1) Solicitar, tramitar, obtener y/o registrar cualquiera de las modalidades
| de Propiedad Industrial, tales como: patentes de invenci6n, modelos de
| utilidad; disefios industriales, variedades vegetales; marcas, lemas,
nombres y ensefias comerciales y denominaciones de origen; asf como
sus renovaciones, prérrogas, transferencias, cambios de nombre y/o
-domicilio, contratos y licencias.

2) Solicitar, tramitar, obtencr y/o registrar dcerechos de autor, en cualquie-
1a de sus presentaciones asf como la proteccion de secretos industriales y
know-how.

3) Solicitar, tramitar, obtener y/o registrar registros sanitarios, permisos
ylo licencias de funcionamiento; asf como sus renovaciones o prérrogas,
wransferencias, cambios de nombre y/o domicilio, contratos y licencias.

4) Ejercer acciones de oposicién, observaci6n, reclamos, reconsideracion,
reposicién, apelacién, cancelacién administrativa o judicial, nulidad,
proteccién al consumidor, concesién de licencias, proteccién de secretos
industriales y demds acciones y recursos relacionados con derechos
derivados dc los asuntos arriba indicados y en contra de la competencia
desleal, acciones derivadas de la obtencién o explotacién de licencias,
acciones de indemnizacién de perjuicios. También podré(n) intervenir en
juicios civiles, comerciales, penales, contencioso-administrativos, tutelas
yde policfa; en acciones o juicios promovidos por el (la) mandante o en
contra el (clia) .

5) Registrar nombres de dominio ante la entidad competente.

6) En el ejercicio de este mandato los mandatarios arriba mencionados
, quedan facultados para: conciliar, cancelar, transigir, comprometer en
| drbitros, desistir, recibir y tomar posesion de la cosa objeto de litigio y
. renunciar o desistir a derechos concedidos o en curso de concesién,
. admitir los hechos del proceso.

. T) Ratificar o no la agencia oficiosa.

i 8) Asf mismo faculto (facultamos) a los mencionados apoderados para
j recibir notificaciones y designar apoderados judiciales o extrajudiciales,
i sustituir el presente poder y revocar las sustituciones que hicieren.

 J

" Dado y firmado en

" alos dfas de

’

POWER‘ OF ATTORNEY

[ (we), the undersigned

legal representative(s) of NATIONZ TECHNOLOGIES INC.
|

an organization existing under the laws of

and in present execution of its business activity, domiciled Room 301 & 302,
Building No. 3, Shenzhen Software Park in Hi-tech Industry Zone,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong 518057, China.
I

do hereby grant POWER OF ATTORNEY to DILIA MARIA RODRIGUEZ
D'ALEMAN, identification card No. 41.654.882 of Bogotd, and tp. 20824
and CLAUDIA LUCIA CARO RAMIREZ, tp. 36448, identification card No.
40.017.374 of Tunja, residing in Bogoté, Colombia, to act in the order of their
appointment in behalf of grantor before any entity, authority and/or natural or
juridical person, specially before those Administrative, Administrative-
Contentious, Judicial, arbitration courts, and/or any other, in all matters
concerning the following:

1) To apply. process, obtain and/or register any of the modalities of Industrial
Property, such as: Patents 'of Invention, Utility Models; Designs, plant
varieties; Marks, Slogans, Trade Names and emblems and appeliations of
Origin; as well as their refnewals, assignments, changes of name and/or
domicile, agreements and licenses. y

2) To apply, process, obtain andJor register copyrights of any kind as well as
protection of industrial secrets or know-how.

3) To apply, process, obtaid and/or register sanitary registrations, operating
authorizations and/or licenses; as well as their renewals or assignments,
changes of name and/or domicile, agreements and licenses.

4) To bring actions of opposition, observations, claims, reconsideration,
appeal or legal remedies, cancellations, nullity, protection to the consumer,
granting of licenses, protection of trade secrets and other actions related with
rights derived from the abpve- mentioned matters and against the unfair
competition, actions resulting from the obtaining or exploitation of licenses,
recovering damages actions, They can also intervene or participate in Civil,
Commercial, Crimina! or Contentious-gdministrative Trials; the actions for
writ mandamus, police actions; in actigffs, lawsuits or litigations instituted by.
the grantor or against him.
5) To register domain names before th

ompetent entity.

6) To the effect of this mandatethe @boyesAm mpbwered to:
conciliate, cancel, settlef: bRt 10 afb falion receive and
2 R ¢ the rights

take possession of the liﬁ_é 63:{‘
granted or in process of bt ﬁ"
7) To ratify or not the ofi¢id
8) | (we) hereby appoint “@
notifications and to desigt
this Power of Attorney an

Granted and signed at -Beu‘m_j
on this LFH\ qa)’ ‘:’f JKMQ

of 2010

.

v?irma / s‘g’natura ;
TP LT0 Cpiinar/

Nationz Technologies Inc.




CERTIFICADO NOTARIAL

(Cuando el solicitante es SOCIEDAD)
(Poderes otorgados en: El Salvador, Estados Unidos, Méxicoy Venezuela)

los dfas del mes de de
. , €] Notario que suscribe DA FE de que:

(nombre de la persona que firma el poder)

| mayor de edad y domiciliado

firmé-de su puiio

"y letra el documento que antecede.

Conoce al(ala) otorgante y que este(a) estd legalmente capacitado
fpara ¢l otorgamiento.

B, El otorgante  ha firmado el referido  documento en su carécter

{deTa persona juridica NATIONZ TECHNOLOGIES INC.

. Lacitada persona jurfdica con sede en Room 301 & 302, Building
0. 3, Shenzhen Software Park in Hi-tech Industry Zone, Nanshan
ot, Shenzhen, Guangdong 518057, China, estd legalmente
ituida, que tiene actualmente existencia legal y que el acto para
cual se ha otorgado este poder estd comprendido entre los que
tituyen su objeto social.

15. El otorgante tienc efectivamente la representacion que ostenta, que
Afesta ¢s legitima y que estd facultado para otorgar este poder.

16, las anteriores certificaciones de los puntos 3, 4 y 5, me constan porque
he tenido a la vista los documentos auténticos.

Notario Piblico

NOTA: A continuacién de lo anterior, el Cénsul de Colombia debe
§ ;utmﬁcax la firma del Notario Piblico.

| CERTIFICADO NOTARIAL (Cuando el solicitante es
“HINDIVIDUO)
A los dias del mes de de

, ¢| Notario que suscribe DA FE de que:

1

(nombre de la persona que firma el poder)

] mayor de edad y domiciliado en

firm6 en su presencia
cldocumento que antecede, conoce al otorgante y que este estd
- ¥legaimente capacitado para el otorgamiento.

Notario Pablico
NOTA: A continuacién de lo anterior, el Cénsul de Colombia debe
autenticar la firma del Notario Piblico.

{ Para todos los demds paises el Sefior Cénsul de Colombia o ante
qulen se otorgue, debe expedir una certificacién dejando constancia
1) de la existencia legal de la sociedad, 2) de que esta ejerce actual-
:§ meate su objeto social, y 3) de que la persona o personas que otorgan
-§'¢l poder estéin facultadas para hacerlo, dejando

 constancia asf mismo de que tuvo a la vista las pruebas que acrediten
tales circunstancias.

LEGALIZACION POR EL CONSUL DE COLOMBIA

“J OPOR APOSTILLA

Colombia 096193-0138

NOTARIAL CERTIFICATE
( When the applicant is a CORPORATION)
(Powers of attomney granted in: El Salvador, Mexico, U.S.A. and Venezuela)

This day of .
the undersigned Notary CERTIFIES that:

1.

(name of the person who signs the power of attorney)

of legal age and domiciled
in set his hand on
the foregoing document.

2. The grantor is to him personally known and that he/she has legal capacity to

execute the document,
3, The grantor has executed the foregoing document in his capacity
of,

of the juridical person  NA!

NZ TECHN INC.

4. The mentioned juridical person with place of Room 301 & 302, Building
No. 3, Shenzhen Software Park in Hi-tech Industry Zone, Nanshan
District, Shenzhen, Guangdong 518057, China, is duly organized, has

actual legal existence and that the purposes for which the power of attorney
is granted are within the scope of its corporate purposes.

5. The grantor has in f act the referred quality and that his/her
representation is legal and that he/shc is empowered to grant this power
of attomney.

6. 1 have based the above cemﬁcauons 3, 4 and 5, on the authentic documents
which for such purpose were exhibited to me.

Notary Public

NOTA: Then the Colombian Consul must legalize the signature of the Notary
Public.

NOTARIAL CERTIFICATE ( When the applicant is an
INDIVIDUALS)

On this day of
the undersigned Notary CERTIFIES that:

1.

(name of the person who signs the Power of Attomey)

of legal age and domiciled at,

signed in his presence the foregoing
document, the grantor is to him personally known and that he/she has legal
capacity to execute the document.

platy: Hmar\ A
NOTA: Then the Colortiby qnu&hleg 7€
Public. B nigo 8

For all other countries}
must issue a certificatid
2) that the corporate px
the person or persons !g”;gr,é
to do it. The Consul will' certify s
circumstances were exhjhi "to"

l; ctudilly: behpg 9 compllﬁ? , 3) that
ﬁo%er ’of Attoym are‘e!ﬁpowered
Hat-{h ddéumeﬁ& eﬁdé‘ncmg those

LEGALIZATION® ‘-BY‘ THE CQLOMBIAN CONSUL OR BY
APOSTILLE.
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CERTIFICADO NOTARIAL

(2010) J.H.C.W.J.Z.Zi N° 00504 ,
Por el presente se hace constar que es auténtica. la firma de

Liu Jinping, gue aparece en el documento en espafiol.

Expedido el 4 de junio de 2010.

Notaric: Zang Wenjin
Notarfa Haicheng £
. Municipioc de Beijing

Republica Popular China

i {Gircilo tde ]

XV56737310
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REGISTRADA aqui por la sefiora

b EL CONSULADO DE COLOMBIA EN BEWJING No. 1289
% Aol ! Previa la confrontacién correspondiente DA FE de que
b2l :lg : : la firma que aparece en este documento es similar a la

HU ZHIPING 5]
PRIMER SECRETARIO del Departamento Gbn);
Ministerio de Relaciones Exteriores de ]

BEIJING, 22 DE JUNIO DE 2010

de Funciones C

| CONSULADO DE col.oMRIa
BELIING

PAGADOS

IMPL_STODETIMBRENACIONAL ~ US$ 10.00
DERECHOS FONDO ROTATORIO US$ 20.00
TOTAL PAGADO Us$ 30.00
(Treinta Délares)
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_Licencia de Negocio para Empresa como Persona Legal

(Duplicado) duplicado 1
(Traduccién)

Registracién No: 440301102991605
Nombre: Nationz Technologies Inc

Direccién: 301,302, Torre 3, Parque de Software de Shenzhen, Parque Industrial de

Tecnologié Avanzada, Distrito de Nanshan, Ciudad de Shenzhen .

Represéntante Legalz Liul inping'

Capital Registrado: RMB 81,600,000 yuanes

Cépital Desembolsado : RMB 81,600,000 yuanes

Categoria de Empresa: Sociedad Limitada

Ambito de Negocio: desarrollo, produccion, venta de chips de movil, chip de

comunicacién de datos, chip de tratamiento de dibujos, chip de tratamiento de voz,

chip cifrado (excluyen items limitados); desarrollo y compraventa de componentes

electrénicos, componente micro-clectronico y otros productos electrénicos; desarrollo
tecnologico, consulta, servicio, compraventa de los proyectos de sistema cifrado,

seguridad informatica, tratamiento de informacién, software y hardware de

computadora, sistema de aplicacién de computadora; desarrollo y compraventa de
)
equipo electrénico, sistema electronico (excluyen los items limitados y productos de Q

operacion exclusiva, control exclusivo, venta exclusiva); comercio doméstico,

iva, control
exportacion
(ejecucion segun el certificado de calificacién emitido por el Burd
Comercio) |
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b

Fecha de Establecimiento: 20 de marzo de 2000

Término de negocio: Desde 20 de marzo de 2000 has'ta"’-f20 de marzo
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Notas:
{Licencia de Negocio i)ara Empresa como Persona Legal) es lé prueba de
calificacién de persona legal de empr‘esa.y. comercio legal.
(Licencia de Negocio para Empresa como Persona Legal) se divide en el
original y el duplicado, ambos tienen el mismo vigor legitimo.
Hay que poner el original de  {Licencia de Negocio para Empresa como Persona

Legal) en un lugar claro de empresa.
Este certificado no debe ser falsificado, alterado, rendado, prestado, transferido, ,

Si hay cualquier cambio del contenido, hay que someter la solicitud al

departamento- de registro de empresa para registrar el cambio, cambia de nuevo
(Licencia de Negocio para Empresa como Persona Legal) .

La empresa debe hacer inspeccion anual durante el perfodo de 1 de Marzo a 30 de

Junio de todos los afios.
Después de la revocacion de la {Licencia de Negocio para Empresa como

Persona Legal), se prohibe generar las actividades de comercio que no tienen relacion
con liquidacion.

8.

Hay que devolver el original y el duplicado de la {Licencia de Negocio para

Empresa como Persona Legal) despues de hacer registraén de cancelacion.

9.

Si ocurre pérdida o destruccion de la {Licencia de Negocio para Empresa como

Persona Legal), hay que declarar la cancelacién de la licencia en los periédicos
indicados por el departamento del registro ‘de la empresa, entregar la solicitud para
lograr una licencia nueva.

Resultado de Inspeccién Anual

Buré de Supervision y
Administracion ~ de
Mercado de Shenzhen
N35-3

Inspeccidn anual 2009

¢l Bur6 de Administracién de Industria y Comercio de Shenzhen (sello)
3 de junio de 2009 ‘
finalizada la inspeccién anual de 2008
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ACTA NOTARIAL
(Traduccion)

(2010) Sz.zi. No 86526

Certifico que la copia anterior se conforma cc;n el original de

Licencia de Negocio vpara Empresa como Persona Legal (duplicado)
con registro No: 440301 102991605 que el Buré de Administracién de
Industria Y Comercio de Shenzhen emité a Nationz Technologies Inc el
3 de junio de 2009. EI sello de “e] Bur6 de Administracién de Industria
Y Comercio de Shenzhen” que aparece en el original es auténtico. La
traduccén espafiola afiadida a 1a copia anterior corresponde al

contenido del original en chino.

Notaria Piiblica de la Ciudadlde S;henzhen
Provincia de Guangdong
Repuiblica Popular Chiﬁa
Notario: Gao Wenhu. |

3 de junio de 2010
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; EL CONSULADO DE COLOMBIA EN BEWING No. 1294
Previa la confrontacién correspondiente DA FE de gue
, la firma que aparece en este documento es similar a la ,
E . . » REGISTRADA aqui por la sefiora
} HU ZHIPING

PRIMER SECRETARIO del Departamento Consular de
Ministerio de Relaciones Exteriores de China

i . BENJING, 22 DE JUNIO DE 2010

JAIFA MEZHER EL KARE
Ministro Consejero
de Funciones Consulares

CONSULADO DE COLOMBIA
BEIJING
FAGADOS l '
IMPL.STODE TIMBRENACIONAL ~ US$ 10.00
DERECHOS FONDO ROTATORIO Us$ 20.00

TOTAL PAGADO Us$ 30.00 /‘ O
(Treinta Délares)
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TRADUCCION OFICIAL NO. 2010-0824-02 DE UN DGCUMENTO ESCRITO EN GHING CON
CUALES PARA SU IDENTIFICACION LLEVAN EL SELLO DEL TRADUCTOR. ESTA TRADUC
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TRADUCCION OFICIAL NO. 2010-0824-02 DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN CHINO CON 5 PAGINAS RESULTANTES EN ESPANOL, LAS
CUALES PARA SU IDENTIFICACION LLEVAN EL SELLO DEL TRAD UCTOR. ESTA TRADUCCION HA SIDO PREPARADA POR EL TRADUCTOR

OFICIAL DEBIDAMENTE RECONOCIDO POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE
JUSTICLA Y DERECHO A TRAVES DE LA RESOLUCION NO. 465.

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
PARA EMPRESAS CON PERSONALIDAD JURIDICA

(duplicado)
No. De Registro: 440301102991605
Razén social: NATIONZ TECHNOLOGIES INC.
Domicilio: No.301, Edificio 3 del Parque Software de Shenzhen, Zona
Industrial de Tecnologia Avanzada, Distrito Nanshan, Ciudad
- Shenzhen.
Representante legal: Liu Jinping
Capital registrado: 81.600.000 yuanes RMB
Capital pagado: 81.600.000 yuanes RMB

Naturaleza econémica:  De responsabilidad limitada

Alcance de las actividades:  Desarrollo, produccién y comercializacién de chips para
teléfonos celulares, transmisién de datos, procesamiento de
imagenes, procesamiento de voz, encriptacién (sin incluir los items
con licencia); desarrollo, compra y venta de los elementos
electrénicos y micro electrénicos, asi como otros productos
electrénicos; desarrollo tecnologico, consultoria, servicios, compra
y venta del sistema de encriptacién, seguridad de informatica,
procesamiento de informatica, hardware y software de
computadores, sistema de operacién para computadores, etc;
desarrollo, compra y venta de equipos electrénicos y sistema
electrénico (sin incluir los items con licencia ni los productos cuya
comercializacién, control y venta son exclusivos); comercio
domestico, suministro y venta de bienes (sin’incluir los productos
cuya comercializacion, control y venta son exclusivos);
importaciones y exportaciones (actividades de conformidad con el

Certificado de Calificacién expedido por el Departamento de
Comercio y Desarrollo).

Fecha de constitucién: ~ Marzo 20, 2000
Duracién: Desde marzo 20’9@00 h

DOCUMENTO ORIGINAL LEGALIZADO EN LA CANCILLERIA NO. 0253138
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NOTAS

1. Esta Licencia de Funcionamiento para Empresas con Personeria Juridica es la calificacién
y acreditacién de operacion legal de las empresas con personeria juridica.

2. Esta Licencia tiene original y duplicado, siendo ambas de la misma fuerza de ley.

3. La original debe estar fijada en un lugar visible dentro de las instalaciones del domicilio.

4. La Licencia no puede ser falsificada, tachada, alquilada, prestada, transferida.

5. Cuando se modifique los actos registrados, hay que solicitar el cambio de registro al
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REVISION ANUAL
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RESUMEN

La presente invencion involucra una tarjeta SIM RF, un lector de tarjeta RF, y
métodos de control de induccién magnética en Comunicaciéon RF. La tarjeta SIM RF
incluye un nucleo de tarjeta SIM, un primer mddulo transceptor RF, una primera antena
RF y un primer microcontrolador, y un médulo de induccién magnética. Cuando el
mddulo de induccidn magnética no recibe una sefal de comparacién de campo
magnético, el primer médulo transceptor RF y el primer microcontrolador estan ambos
en un estado inactivo. Cuando el mddulo de indﬁccién magneética recibe una sefal de
campo magnético generada por el médulo de generacion de campo magnético, la senal
de campo magnético recibida se convierte en una sefal eléctrica para activar el primer
modulo transceptor RF. Posteriormente el primer médulo transceptor RF examina si
existe una sefal de modulacién RF para determinar si genera una interrupcién externa
para despertar el primer microcontrolador, y ademas entra en un estado de normal
trabajo para intercambiar datos con el lector de tarjeta RF. La presente invencion
reduce considerablemente el consumo de energia de la tarjeta SIM, y controla
efectivamente el alcance de las comunicaciones RF y evita errores de lectura y lecturas

no deseadas.



TARJETA SIM RF, LECTOR DE TARJETA RF, Y METODO DE CONTROL DE

INDUCCION MAGNETICA EN COMUNICACION RF.

Campo Técnico

La presente invencion involucra tecnologias de comunicacion inalambrica RF,
particularmente aquellas que involucran tarjeta SIM RF, lectores de tarjetas RF vy

métodos de control de comunicacion RF.
Antecedentes de la tecnologia

El médulo de identificacion del suscriptor (tarjeta SIM) que existe en las
tecnologias de comunicacion movil se usa ampliamente en los terminales de
comunicacion movil. Siguiendo el desarrollo en las ciencias y en las tecnologias, se
han empleado diferentes métodos para agregar diferentes médulos al circuito inteligente
en las tarjetas SIM comunes en los terminales de comunicacién mévil, haciendo que las
tarjetas SIM no solamente tengan las funciones basicas de una tarjeta SIM, sino que
también agregan otras funciones que sean mas pertinentes para la vida diaria, la tarjeta
SIM RF es una de éstas. Los solicitantes han radicado una solicitud de patente China
respecto a una tarjeta SIM RF, con la solicitud No. 200710124354.7. Las tarjetas SIM
RF adoptan tecnologias activas RF, permitiendo que las tarjetas SIM comunes tengan
las funcionalidades para pago moévil tal como billeteras electronicas, o control al acceso

y otras aplicaciones para el consumidor.

Primero, debido a que la tarjeta SIM RF toma la electricidad de la bateria del
terminal mévil, consumira la energia de la bateria del terminal mévil en operaciones RF ,l;?\
y por lo tanto afectara el tiempo de espera del terminal movil. Con respecto a este

tema, actualmente el método empleado para reducir el consumo de energia de la tarjeta



SIM RF es: la tarjeta SIM RF periddicamente consulta sobre si hay intercambio de datos
RF para determinar si hay necesidad de proceder al procesamiento del intercambio.
Este método puede reducir el consumo de energia de la tarjeta SIM RF hasta un cierto
nivel, sin embargo cuando se adopta este método, el mddulo transceptor RF y el
microcontrolador de la tarjeta SIM RF aun estaran activados debido a interrogaciones
cuando no hay intercambio de datos RF, consumiendo la energia de la bateria del
terminal mévil y por lo tanto afectando asi significativamente el tiempo de espera del

terminal mauvil.

Segundo, dichas tarjetas SIM RF en algunas aplicaciones (por ejemplo cuando
se usa la tarjeta SIM RF como tarjeta IC para tarifas de transporte publico y otras
tarjetas inteligentes RF), para evitar los fendmenos de lecturas no intencionales y
lecturas erréneas de la tarjeta, el rango de comunicacion entre la tarjeta SIM RF y el
lector de tarjeta RF se debe controlar en un rango muy pequefio. Por lo tanto, el control
del rango de comunicacién descrito anteriormente llega a ser la dificultad de realizacion
mas importante para el sistema de comunicacién inaldmbrico con la tarjeta SIM RF. Las
tecnologias existentes utilizan el decaimiento de la fuerza de la sefal de la tarjeta SIM
RF para controlar el alcance de comunicacion inalambrica entre la tarjeta SIM RF y el
lector de la tarjeta RF. Sin embargo, las tarjetas SIM RF se ensamblan normalmente
dentro de los terminales de comunicacion movil, y se afectan por el efecto del blindaje
de los terminales de comunicacion moévil, para la misma energia de transcepcion
inalambrica de las tarjetas SIM RF, que se despliega las senales RF deberan tener
diferentes energias de transcepcién a través de diferentes tipos de terminales de
comunicacion movil. Por lo tanto, es necesario construir diferentes tarjetas SIM RF
con diferentes energias inalambricas de transcepcion para diferentes tipos de
terminales de comunicacion movil para controlar sus respectivos alcances de
comunicacion inaldmbrica en un rango apropiado. Esto posteriormente requiere que,

antes de usar las tarjetas SIM RF, los usuarios deben calibrar la energia de

7%



transcepcion inalambrica de las tarjetas SIM RF, de acuerdo con los tipos de terminales
de comunicacion mévil. Ademas, si un usuario reemplaza el terminal de comunicaciéon
movil, después de cada reemplazo es necesario calibrar otra vez la tarjeta SIM RF con
respecto a la energia de transcepcion inaldmbrica. Este proceso de calibracion tedioso
no solamente hace que el usuario lo sienta inconveniente, sino que tampoco facilita las

amplias aplicaciones de las tarjetas SIM RF.
Contenido de la Invencion

La presente invencién ayuda a solucionar los problemas técnicos para evitar los
inconvenientes anteriormente mencionados de las tecnologias existentes, y proporciona
una tarjeta SIM RF y un lector de tarjeta RF adecuado, y un método de control de
induccién magnética para la comunicacidon RF, que puede reducir efectivamente el
consumo de energia y tiene un pequeno efecto sobre el tiempo de espera del terminal

de comunicacion movil.

La presente invencién soluciona dichos problemas técnicos a través de los

siguientes métodos técnicos:

Disenar y operar una tarjeta SIM RF, que incluye el nucleo de la tarjeta SIM, un
primer modulo transceptor RF, una primera antena RF y un primer microcontrolador
donde dicho primer médulo transceptor RF estd en conexion eléctrica con la primera
antena RF y con el primer microcontrolador respectivamente. También se incluye un
modulo de induccion magnética, dicho modulo de induccion magnética esta conectado
eléctricamente al primer moédulo transceptor RF. Cuando el médulo de induccion
magnética no recibe una sefial de comparaciéon de campo magnético, el primer modulo
transceptor RF y el primer controlador estan ambos en estado inactivo. Cuando el

modulo de inducciéon magnética recibe una sefial de campo magnético generada por el 7/0\



mdbdulo de generacion de campo magnético, la seial de campo magnético recibida se
convierte en una sefal eléctrica para activar el primer médulo transceptor RF. El
primer modulo transceptor RF posteriormente examina si existe una sefnal de
modulacién RF para determinar si generar una interrupcidn externa para despertar el
primer microcontrolador, y ademas entra en un estado de trabajo normal para

intercambiar datos con el lector de tarjeta RF.

Disefiar, vy usar un lector de tarjeta RF para trabajar con la tarjeta SIM RF, que
incluye un segundo maddulo transceptor RF, una segunda antena RF y un segundo
microcontrolador, donde el segundo mddulo transceptor RF esta conectado
eléctricamente a la segunda antena RF y al segundo microcontrolador respectivamente.
Se incluye también un modulo de generacion de campo magnético, y se usa para
generar un campo de induccién magnética, si la tarjeta SIM RF se aproxima al lector de
tarjeta RF, la Tarjeta SIM RF detecta la sefal de campo magnético, generada por el
modulo de generacion de campo magnético, se activa el primer médulo transceptor RF

de la tarjeta SIM RF y el primer microcontrolador se despierta.

Se propone un método de control de induccién magnética para comunicacion RF,
basado en la comunicacién de datos entre la tarjeta SIM RF y el lector de tarjeta RF

adecuado, que incluye las siguientes etapas:

A. Disponer un médulo de generacién de campo magnético en el lector de
Tarjeta RF;

B. Disponer un médulo de induccidon magnética en la tarjeta SIM RF, dicho
modulo de induccidn magnética estd conectado eléctricamente al primer

mddulo transceptor de la tarjeta SIM RF;

/50



C. En un estado general esto es, si la tarjeta SIM RF no esta adyacente al lector
de tarjeta RF el primer médulo transceptor RF y el primer microcontrolador
de la tarjeta SIM RF ambos estan en estado inactivo;

D. Cuando la tarjeta SIM RF se aproxima al lector de tarjeta RF, el médulo de
induccidn magnética de la tarjeta SIM RF detecta ia sefal de campo
magnético del modulo de generacidon de campo magnético del lector de
tarjeta RF, vy la sefial de campo magnético detectada se convierte en una
sefal eléctrica para activar el primer médulo transceptor RF;

E. EIl primer modulo transceptor RF posteriormenté examina si existe una senal
de modulacion RF para determinar si genera una interrupcién externa para
despertar el primer microcontrolador, y ademas entra en un estado de trabajo
normal para el intercambio de datos con el segundo médulo transceptor del
lector de tarjeta RF, y envia lo datos intercambiados a sus correspondientes

primero y segundo microcontroladores respectivamente.

El médulo de induccién magnética es una bobina de induccién, un dispositivo

Hall, o un interruptor de induccién magnética.

El primer modulo transceptor RF de la tarjeta SIM que se activa por la sefal
eléctrica convertida a partir de la induccion magnética, tiene un valor umbral que es

ajustable.

El primer moédulo transceptor RF de la tarjeta SIM RF y el segundo mddulo
Transceptor RF del lector de tarjeta RF se configura para funcione en el rango de

frecuencias super alta (SHF), muy alta frecuencia (VHF), o ultra alta frecuencia (UHF).

/5\



Comparada con las tecnologias existentes, la tarjeta SIM RF, el lector de tarjeta
RF y los métodos de control de induccion magnética en la comunicacion RF de la
presente invencidén tienen efectos técnicos en: 1. Disponer un médulo de induccion
magnética en la tarjeta SIM RF, disponer un moddulo de generacion de campo
magnético adecuado en el lector de tarjeta RF y hacer que ;el primer mbdulo transceptor
RF y el primer microcontrolador de la tarjeta SIM RF estén en un estado inactivo como
en un estado general, cuando ellos no detectan la senal de comparacion del campo
magnético, es decir, si no hay intercambio de datos RF; si el primer médulo transceptor
RF detecta la sefal apropiada de campo magnético, esto es, si la tarjeta SIM RF se
aproxima al lector de tarjeta RF para hacer la captura, para el intercambio de datos, el
primer médulo transceptor RF y el primer microcontrolador. entonces se inician en el
modo de trabajo normal, de ésta manera el consumo de energia de la tarjeta SIM RF se
reduce efectivamente, y por lo tanto hay un pequeno efecto sobre el tiempo de espera
del termina movil; 2. La presente invencion utiliza tecnologias de induccién magnética
para hacer funcionar efectivamente el médulo transceptor RF  para que inicie el trabajo,
debido a que la transmisién y la induccion de la energia de campo magnético tienen
correlaciones pequenas con el diseno y con las estructuras de los terminales de
comunicacién mévil, por lo tanto asegura que la tarjeta SIM RF detecte una fuerte sefial
consistente de induccién en los diferentes terminales de comunicacién moévil con lo que
facilita las amplias aplicaciones efectivas de las tarjetas SIM RF; 3. Después que el
primer modulo transceptor de la tarjeta SIM RF se activa, examina si  existe una senal
de modulacion RF y luego decide generar una interrupciéon externa para despertar el
primer microcontrolador, ademas efectivamente reduce el consumo de energia de la
tarjeta SIM RF, y es ajustable el valor umbral de activacion del primer mddulo
transceptor RF de la tarjeta SIM RF, por lo tanto efectivamente se controla el alcance de
lectura de la tarjeta dentro del rango especificado, y evitan la lectura de las tarjetas de
manera errénea y no intencional. 3(2’

Descripcién De Los Dibujos



La figura 1 es un diagrama légico de bloques que muestra los principios de la

tarjeta SIM RF de la presente invencion,

La figura 2 es un diagrama légico de bloques que muestra los principios del lector

de tarjeta SIM RF de la presente invencion,

La figura 3 es un diagrama légico de flujo que ilustra el método de control de

induccién magnética para la comunicacion RF de la presente invencion.
Métodos Especificos de Realizacion

Una tarjeta SIM RF 100, como se ilustra en la Figura 1, incluye un nucleo de
tarjeteasen 106, un primer médulo transceptor RF 101, una primera antena RF 102,
y un primer microcontrolador 103, dicho primer transceptor RF 101 esta conectado
eléctricamente respectivamente a la primera antena RF 102 y al primer
microcontrolador 103, también incluye un médulo de induccion magnética 108, dicho
modulo induccidn magnética 108 estd conectado eléctricamente al primer médulo

transceptor RF 101.

El médulo de induccion magnética 108 puede adoptar, en las tecnologias
convencionales una bobina de induccién, un dispositivo Hall, o un interruptor induccion

magneética.

Un lector de tarjeta RF 200 que funciona junto con la tarjeta SIM RF 100, como
se ilustra en la Figura 2, incluye un segundo médulo transceptor RF 202, una segunda
antena 202 y un segundo microcontrolador 203, dicho segundo médulo transceptor RF

201 esta conectado eléctricamente a la segunda antena RF 202 y al segundo /5/}



microcontrolador 203 respectivamente, también incluye un moédulo de generacidon de

campo magneético 208, que se utiliza para generar induccion por campo magnético.

Cuando dicha tarjeta SIM RF 100 se aproxima a dicho lector de tarjeta RF 200,
dicho modulo de induccibn magnética 108 detéctala senal apropiada de campo
magnético generada por el modulo de generacion de campo magnético 208, la senal
de campo magnético se convierte y se procesa en una sefial eléctrica y luego se envia
al primer modulo transceptor RF 101, que activa el primer médulo transceptor RF 101,
dicho primer médulo transceptor 101 ademas examina si existe una sehal de
modulacién RF, determina si genera una interrupciéon externa para despertar al primer
microcontrolador 103 y luego entra en un estado normal de trabajo para intercambiar los

datos RF con el lector de tarjeta 200.

En lo que sigue con referencia a la figura 3 se describe de una forma simplificada
el proceso de comunicacién RF entre la tarjeta SIM RF 100, con una Tarjeta RF
inteligente y el lector de tarjeta RF 200, en otras palabras, los procesos especificos de
control del método de control de induccién magnética de la comunicacion RF de la

presente induccién.

Etapa 1: en un estado general, en otras palabras, cuando la tarjeta SIM RF 100
no esta adyacente al lector de tarjeta RF 200, hace que el primer modulo transceptor
RF 101 de la tarjeta SIM RF y el primer microcontrolador 103 estén en un estado

inactivo;

Etapa 2: cuando dicha tarjeta SIM RF 100 se aproxima al lector de Tarjeta RF
200, la tarjeta SIM RF 100, se coloca en el campo magnético generado por el médulo

de generacion de campo magnético 208, del lector de tarjeta RF 100, el mddulo de

/y/\



induccién magnética 108 de la tarjeta SIM RF 100, detecta la sefal de campo

magnético generada por el médulo de generacién de campo magnético 208;

Etapa 3: dicha sefial de campo magnético detectada se convierte y se procesa
en una senal eléctrica para activar e iniciar el primer médulo transceptor RF 101, dicho
primer moédulo transceptor RF 101 utiliza la primera antena RF101 para hacer la
deteccién de la sefial de modulacion RF; si se detecta la sefal de modulacion RF, se
procede a la etapa 4, sino se detecta la sefal de modulacion RF, se regresa a la etapa

1;

Etapa 4: dicho primer médulo transceptor RF 101 detecta la sefal de modulacion
RF, genera una interrupcién externa para despertar el primer microcontrolador 103 para

que entre en un modo normal de trabajo;

Etapa 5: entre el primer médulo transceptor RF 101 de la tarjeta SIM RF 100 y el
segundo modulo transceptor RF 201 del lector de tarjeta RF 200 (a través de sus
respectivas primera antena RF 102 y segunda antena RF 209), intercambia y procesa

los datos de intercambio RF;

Etapa 6: el primer microcontrolador 103 y el segundo microcontrolador 203

terminan el proceso de intercambio de datos.

En la presente invencion, dicho primer médulo transceptor RF 101 tiene un valor
umbral ajustable para la activacién por la sefial eléctrica convertida a partir de la
induccidn magnética. Dicho primer médulo transceptor RF 101 de la tarjeta SIM RF y
el segundo modulo transceptor RF 201 del lector de tarjeta RF 200 trabaja en los
rangos de frecuencias de super alta (SHF), muy alta frecuencia (VHF), o frecuencia 6

ultra alta (UHF).
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Dicho médulo de induccion magnética 108 puede adoptar una bobina de
induccion, un dispositivo Hall, o un interruptor de induccién magnética, y el médulo de
generacion de campo magnético 208, todos ellos pertenecientes a las tecnologias

convencionales y sus principios y controles especificos no se describen aqui.

En consideracion con el procesamiento y la conversion entre las sefales
eléctricas y las sefiales magnéticas, ellas se pueden realizar dentro del modulo de
induccion magnética 108, y también se pueden procesar en el modulo transceptor
RF101 con los circuitos apropiados, éstas también son tecnologias convencionales y no

se describen especificamente aqui.
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REIVINDICACIONES

1. Una tarjeta SIM RF, que incluye un nucleo de tarjeta SIM, un primer
médulo transceptor RF, una primera antena, y un primer microcontrolador, dicho primer
moddulo transceptor se conecta eléctricamente de manera respectiva a la primera
antena RF y al primer microcontrolador, caracterizado porque: también incluye un
moddulo de induccién magnética, dicho médulo de induccion magnética se conecta
eléctricamente a dicho primer médulo transceptor RF; en donde dicho primer médulo
transceptor vy el primer microcontrolador estan ambos en un estado inactivo cuando el
moddulo de induccion magnética no detecta una senal de comparaciéon de campos
magnéticos; en donde, cuando dicho mddulo de induccién magnética detecta una senal
de comparacién de campo magnético, dicha sefial de campo magnético detectada,
mediante la conversidn en una sefal eléctrica, activa el primer modulo transceptor RF,
dicho primer médulo transceptor RF posteriormente examina si existe una sefal de
modulacion RF para determinar si se genera una interrupcion externa para despertar el
primer microcontrolador, y ademas entrar en un estado de trabajo normal
intercambiando datos con un lector de tarjeta RF correspondiente.

2. La tarjeta SIM RF de la reivindicacion 1, caracterizada porque: dicho
médulo de induccién magnética es una bobina de induccion, un dispositivo Hall, o un
interruptor de inducciéon magnética.

3. La tarjeta SIM RF de las reivindicaciones 1-0 2, caracterizada porque:
dicho primer médulo transceptor RF tiene un umbral de activacién ajustable para que se
active por la sefal eléctrica convertida de la induccion magnética.

4, La tarjeta SIM RF de la reivindicacion 3, caracterizada porque: dicho
primer modulo transceptor RF trabaja en un rango de frecuencia de frecuencia super

alta (SHF), frecuencia muy alta (VHF), o en un rango de frecuencia ultra alta (UHF).

4%
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5. Un lector de tarjeta RF que corresponde :a dicha tarjeta SIM de la
Reivindicaciéon 1, que incluye un segundo médulo transceptor RF, una segunda antena
RF y un segundo microcontrolador, dicho segundo médulo transceptor RF se conecta
eléctricamente de manera respectiva a la segunda antena RF y al segundo
microcontrolador, caracterizada porque: también incluye un mdédulo de generacion de
campo magnético, usado para generar un campo magnético de induccién; cuando dicha
tarjeta SIM RF se acerca a dicho lector de tarjeta RF, detecta una sefal de campo
magnético generada por dicho médulo de generacién de campo magnetico, luego activa
el primer moédulo transceptor RF y despierta el primer micrbcontrolador.

6. EL lector de tarjeta de la reivindicacion 5, caracterizado porque: dicho
segundo transceptor RF trabaja en el rango de frecuencia de frecuencia super alta
(SHF), frecuencia muy alta (VHF), o en el rango de frecuencia ultra alta (UHF).

7. Un método de control de induccién magnética para comunicacion RF, basado
en datos de comunicacién entre una tarjeta SIM RF y un lector de tarjeta RF adecuado,

caracterizado porque, incluye las siguientes etapas:

A. disponer un médulo de generacién de campo magnético en el lector de la
tarjeta RF;
B. disponer un moédulo de induccién magnética en la tarjeta SIM RF, dicho

modulo de induccion magnética se conecta eléctricamente con un primer médulo
transceptor de la tarjeta SIM RF;

C. en un estado general, es decir, si la tarjeta SIM RF no esta adyacente al
lector de tarjeta RF, el primer moédulo transceptor RF y el primer microcontrolador de la
tarjeta SIM RF estan ambos en modo inactivo;

D. cuando la tarjeta SIM RF se acerca al lector de tarjeta RF, el mdédulo de
induccién magnética de la tarjeta SIM RF detecta la sefial del campo magnético del
moédulo de generacion de campo magnético del lector de tarjeta RF, y la sefal
detectada del campo magnético se convierte en una sefial eléctrica para activar el

primer médulo transceptor RF; /5%
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E. posteriormente el primer modulo transceptor RF examina si existe una
sefial de modulacion RF para determinar si genera una interrupcién externa para
despertar el primer microcontrolador, y ademas entra en un estado normal de trabajo
para intercambiar datos con el segundo médulo transceptor del lector de tarjeta RF, y
enviar los datos intercambiados a sus correspondientes primero y segundo
microcontroladores respectivamente.

8. El método de control de induccién magnética pafa la comunicacion RF de
acuerdo con la reivindicacién 7, caracterizado porque: el moddulo de induccién
magnética es una bobina de induccién, un dispositivo Hall, o un interruptor de induccién
magnética.

9. El método de control de induccidon magnética para comunicacion RF de
acuerdo con las Reivindicaciones 7 u 8, caracterizado porque: el primer mddulo
transceptor RF de la tarjeta SIM, el cual se activa por la sefal eléctrica convertida de
la induccién magnética, tienen valor umbral que es ajustable.

10. El método de control de induccion magnética para comunicaciéon RF de
acuerdo con la reivindicacion 9, caracterizado porque, el primer médulo transceptor RF
de la tarjeta SIM RF y el segundo médulo transceptor RF del lector de tarjeta RF estan
configurados para funcionar en un rango de frecuencia super alta (SHF), frecuencia

muy alta (VHF), o un rango de frecuencia ultra alta (UHF).
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